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１．概要（Summary） 
多層膜構造の医療用 MEMS デバイスを開発している。

試作デバイスはGlassウェハとSOIウェハを接合して用い

ており、工程途中に SOI ウェハの Handle 層を除去する

ためにSi結晶異方性エッチング装置を用いてウェットエッ

チングを行った。TMAH 溶液の温度 80 °C と 90 °C で実

験を行った結果、90 °Cでは 80 °Cの約 1.4倍のエッチン

グレートとなり、より早い時間でデバイスにダメージを与え

る事なくエッチングする事が出来た。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

Si 結晶異方性エッチング装置（TMAH) 
 

【実験方法】 
Glass ウェハと接合された SOI ウェハの Handle層(Si)

を、TMAH にてウェットエッチングした（Fig. 1）。エッチン

グ時の温度を 80 °C と 90 °C に設定し、Handle 層の除

去に要した時間を計測してエッチングレートを算出した。

TMAH は濃度 25%、SOI ウェハ支持層の面方位は

<100>面とし、エッチング量は 400 µm とした。また、オリ

フラの面方位は<110>である。Handle 層のエッチング後、

BHF 溶液に浸漬して表面の酸化膜を除去した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
設定温度 80 °C では、400 µm の Handle 層のウェット

エッチングに約 15 時間を要した。それに対して設定温度

90 °C では 10 時間 30 分であった。エッチングレートはそ

れぞれ、26.7 µm/h、38.1 µm/h であり、設定温度 90 °C
は 80 °C の場合と比較して、約 1.4 倍のエッチングレート

であった。尚、TMAH 溶液の昇温にかかる時間はエッチ

ング時間に含めていない。 

400 µm のエッチング時、ウェハ端部の側面エッチング

量は約 1.7 mm であり、デバイス活性部に影響の無い範

囲に留める事が出来た。また、デバイス特性に影響のある

様な表面ダメージは発生しなかった。 
 
 
 
 
 
 

(a) During etching        (b) After etching 
Fig. 1. Wet etching of Handle layer by TMAH 
 
４．その他・特記事項（Others） 
なし 
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